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reativas equivalentes obtidas pelo uso de reagentes, tais
como, o difluoreto de aménia (NH4HF3) ou o tetraflu-
oreto de carbono (CF4). Neste trabalho construiu-se
um sistema Bridgman estético para crescimento de pe-
quenas amostras (15 x 40 mm) de fluoretos de alta
pureza. O sistema é composto por um forno resistivo,
um tubo de niquel com flange de monel e uma linha de
cobre para entrada e saida de gds. O mesmo pode ope-
rar em temperaturas até 900°C, em atmosfera reativa
(HF, NH4HF3 ou CF4). O cadinho foi confeccionado
em grafite, na geometria apropriada (fundo cénico), po-
dendo ser selado; carateristica especialmente util para
o crescimento de cristais dopados com materiais que
apresentam alta pressdo de vapor. Neste trabalho apre-
sentaremos os detalhes da construgdo do sistema e os
resultados preliminares de crescimento de monocristais
fluoretos. Este trabalho estd sendo desenvolvido com
apoio FAPESP.
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Pesquisas realizadas na iltima década demonstraram
claramente o potencial de cristais isolantes dopados com
fons metais de transi¢do como cristais laser para siste-
mas sintonizaveis na regiao espectral do infravermelho.
O BaLiFs é uma perovskita cibica invertida e um cris-
tal laser em potencial quando dopado com ions de me-
tais de transicio. O objetivo deste trabalho é o estudo
da preparagao de cristais de BaLiF3 dopados com Ni,
com qualidade éptica e cristalina para aplicagoes laser.
Para estudo da sintese e purifica¢do dos compostos base
(BaFs, LiF, NiF; e BaLiF3) utilizamos um hidrofluori-
nador e um sistema de refino por zona disponiveis no
laboratério. Estes sistemas, entretanto, foram parcial-
mente reformados, sendo a camara de reagao de pla-
tina substituida por um tubo flangeado de niquel. A
caraterizacdo dos compostos obtidos estd sendo reali-
zada através de medidas de espectrografia de emissao,
difracdo de raios-X e termogravimetria. Para cresci-
mento dos cristais utilizamos a técnica de crescimento
Crzochralski, sendo obtidos cristais com concentragoes
entre 0.2 a 0.8 mol%, na dire¢ao [111]. A concentragao
de dopante foi determinada através de espectrografia
de emissao e andlise por ativacdo. Curvas de intensi-
dade de difracao de néutrons, obtidas pelo método do
cristal girante, mostraram que os cristais dopados com
niquel apresentam o6tima qualidade cristalina. Apoio
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Apresentamos pela primeira vez um estudo de foto-
luminescéncia (PL) e fotorefletancia (PR) de pogos
quanticos de Ing 15Gag ssAs/GaAs com dopagem pla-
nar (delta doping) de Si no centro. As amostras fo-
ram crescidas sobre substratos de GaAs (100) semi-
isolantes e consistem de uma camada tampao (buffer)
de GaAs de 700 nm (crescida & velocidade de 1um/h),
uma barreira de GaAs de 50 nm, um poco quantico
de Ing.15Gag ssAs/GaAs com dopagem planar de Si no
centro e uma barreira de 50nm de GaAs. Toda a es-
trutura foi crescida a baixa velocidade (0.30um/h para
o GaAs e 0.36um/h para o InGaAs). A largura dos
pocos e a concentragao de Si no centro do pogo varia-
ram de 60 A a 200 A e de zero (pogo quéntico simples)
até 103 em~2 (pogo muito dopado) respectivamente.
Todas as amostras foram investigadas pelas técnicas de
(PL) e (PR). O espectro obtido por PL a 77 K mostra
um alargamento da linha de emissdo para os pogos com
dopagem planar de Si em comparag¢do ao po¢o nao do-
pado: quanto maior a concentra¢do mais larga é a linha
de emissdo. Também observou-se um deslocamento da
linha de emissdo para as energias mais altas quando a
concentracao de Si aumenta. No espectro de PR foi ob-
servado claramente os sinais advindos da regiao de do-
pagem planar, abaixo do gap do GaAs e ndo observou-se
as estruturas normalmente encontradas em espectros de
amostras com pocos de InGaAs sem dopagem planar.
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The manipulation of light by electrical or all-optical me-
ans, the shifting of light wavelenght are examples of no-
nlinear effects with promising applications in telecom-
munication and other fields. These applications have
demanded search for new optical materials with large
optical nonlinearities. Organic materials have long been
canditates for use in nonlinear optical devices. The
large variety of organic materials has permitted a long
list of atractive materials; however up to now no one
can be considered as ideal to this or that sapplication.
Among the organics the single crystals have presented
potentialities as second harmonic generators, downcon-
version, electrooptic switching. On the other hand the
existence of problems with their structural organiza-
tion, presence of defects, handling and others require



